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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

資源が豊富なBaとSiで形成されるBaSi2をベースとした新規半導体材料は、薄膜太
陽電池や熱電材料の新しい材料として期待されている[1]。これまでの研究で、単結
晶Si基板上に堆積したBaSi2/Siヘテロ接合構造において、エネルギー変換効率約10
%を達成している[2]。本研究では、Si基板から脱却し、真に薄膜太陽電池を実現す
るため、ガラス基板上に裏面電極として多結晶TiN膜を堆積し、その上に、基板温
度を変えてRFスパッタ法で形成したBaSi2膜について分光感度特性を評価し、基板
温度が光学特性に与える影響を調査した。

実験
Experimental

ガラス基板(Corning EAGLE XG Slim, 軟化点温度971 ℃)に、厚さ400 nmのTiN電
極をRFスパッタ法で室温で堆積し、その後、基板温度を670 ℃から800 ℃まで上
げて、膜厚350 nmのBaSi2膜をヘリコン波スパッタ法で堆積した。堆積の
際、BaSi2とBaの2つのターゲットを同時にスパッタした。試料表面の酸化を防ぐた
め、厚さ3 nmのa-Si層を室温で堆積した。試料の評価をRaman分光法で行った。

結果と考察
Results and Discussion

  図1に、基板温度が670 ℃(SO1)、700 ℃(SO2)、750 ℃(SO3）、さらに、a-
SiC/TiN上に750 ℃で堆積したSO4のRamanスペクトルを示す。全ての試料か
ら、BaSi2のSi四面体に由来する振動モードのみが観察された。このことから、非晶
質のa-SiC層上にも結晶性のBaSi2膜が形成できたといえる。断面EM観察時の電子
線回折像から、TiN層とBaSi2膜は多結晶であることが確認されている[3]。なお、基
板温度800 ℃の試料では、分光感度が得られなかった。
  図2に、490 cm-1付近のAgモードのピークについて、半値全幅の基板温度依存性
を示す。基板温度の上昇とともに半値全幅が小さくなっており、結晶性が向上した
といえる。この結果から、ガラス基板上のBaSi2膜の堆積温度は750 ℃付近が相応
しいといえる。
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図1 Ramanスペクトルの堆積温度依存性
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図2 Agモードピークの半値全幅の基板温度依存性
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